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ES 2 536 480 T3

DESCRIPCION
Procedimiento y dispositivo para el tratamiento de una superficie del substrato de un substrato
Campo de aplicacién y estado de la técnica

[0001] La invencién se refiere a un método para el tratamiento de una superficie del substrato de acuerdo con el
preambulo de la reivindicaciéon 1 asi como a un dispositivo adecuado para la ejecucién del procedimiento.

[0002] Del documento DE 10 2005 062 527 Al asi como DE 10 2005 062 528 Al se conocen métodos para el
tratamiento unilateral de substratos planos, es decir para el tratamiento de las caras inferiores del substrato o de las
caras del substrato orientadas hacia abajo. En la aplicacién de este procedimiento, éste puede provocar una leve
corrosion de la cara superior del substrato mediante gases reactivos o emision de gases provinientes del medio de
proceso a pesar de una aspiracion por debajo de los substratos, eventualmente también mediante contacto directo.
Ademas dependiendo de la velocidad de transporte de los substratos, de la mezcla del medio de proceso o de la
qguimica y el estado de las superficies del substrato puede aparecer un indeseado borde circular del medio de
proceso. Asi la cara superior del substrato puede ser tanto dafiada como afectada de forma Optica o, lo que es peor,
funcional.

Objetivo y solucién

[0003] La invencion tiene por objeto crear un método mencionado inicialmente asi como un dispositivo
correspondiente, con los que se puedan eliminar los problemas del estado de la técnica y particularmente se cree
una posibilidad de evitar un efecto indeseado y perjudicial del medio de proceso, particularmente en forma de
emision de gases, en la cara superior del substrato orientada hacia arriba.

[0004] Esta tarea se resuelve mediante un método con las caracteristicas de la reivindicacién 1 asi como un
dispositivo con las caracteristicas de la reivindicacién 12. Configuraciones ventajosas asi como preferidas de la
invencién son objeto de las demas reivindicaciones y se explican con mas detalle a continuacion. Algunas de las
caracteristicas siguientes se describen sélo para el método o sélo para el dispositivo. Independientemente de ello
pueden valer sin embargo tanto para el método como para el dispositivo. El texto de las reivindicaciones se redacta
a través de referencia explicita al contenido de la descripcion.

[0005] Esta previsto que la superficie del substrato o la cara inferior del substrato sean tratados con un medio de
proceso habitualmente liquido. El medio de proceso presenta un efecto caustico o corrosivo sobre la superficie del
substrato, por ejemplo para el pulido por corrosién o aislamiento de bordes de un substrato de silicio para una célula
solar. En él los substratos que se encuentran horizontalmente se humedecen por debajo con el medio de proceso, lo
que puede ocurrir de diferentes maneras conocidas por el estado la técnica. Segun la invencion la cara superior del
substrato que sefiala y se orienta hacia arriba se humedece o se cubre en gran parte o ventajosamente incluso en
toda su extension con agua u otro liquido de proteccidon correspondiente. Esto actla como proteccion contra la
influencia o el alcance del medio de proceso o contra las emisiones de gas del mismo sobre la cara superior del
substrato, es decir se puede alejar de ella por decirlo asi. El agua o el liquido de proteccion forman por lo tanto una
capa protectora sobre la cara superior del substrato, de modo que ésta no puede resultar dafiada por el medio de
proceso. La ventaja de un liquido como el agua u otro liquido de proteccién como capa protectora o medio de
proteccion reside en que un liquido puede ser facilmente aplicado y de nuevo facilmente eliminado sin causar ningin
perjuicio mecanico en la cara superior del substrato, es decir ningun arafiazo o similar. Ademas puede elegirse
ventajosamente el agua o en general un liquido de proteccidon de manera que no ocurra ninguna reaccién con la cara
superior del substrato u otro perjuicio negativo. Finalmente aln es posible que el agua o el liquido de proteccion se
ajuste con la eleccion del medio de proceso de tal manera que el agua que sale de la cara superior del substrato o
un liquido de proteccion correspondiente pueda alcanzar el medio de proceso y posiblemente lo diluya. A causa de
la baja cantidad se provoca tan sélo un perjuicio insignificante, si no ningin perjuicio del efecto, generalmente del
efecto corrosivo, del medio de proceso. A tal objeto se desarrolla ain méas posteriormente.

[0006] Ventajosamente es posible traer el liquido de proteccion sobre la cara superior del substrato, antes de que el
substrato o las caras inferiores del substrato se humedezcan con el medio de proceso. Particularmente la aplicacién
del liquido de proteccion se realiza incluso antes de que el substrato sea transportado por encima de un depdésito
que contiene el medio de proceso, por lo tanto claramente antes o sobre una pista de transporte aproximadamente
medio metro o menos antes. Asi se puede lograr que el liquido de proteccion que fluye desde ahi no pueda llegar de
ninguna manera al depdésito con el medio de proceso. Para el tiempo habitual de algunos segundos o pocos minutos
gue dura el tratamiento con el medio de proceso por encima del deposito, puede ser suficiente una aplicacién Unica
de liquido de proteccion sobre la cara superior del substrato.

[0007] En una configuracion ulterior de la invencion el liquido de proteccién se aplica durante el procedimiento de
paso sobre los substratos movidos o sus caras superiores del substrato. Esto puede ocurrir ventajosamente con un
dispositivo de aplicacion fijo en forma de pulverizadores o tubos de rociado, sin embargo ventajosamente con poca
presion, por ejemplo también mediante tubos de goteo. Es facil determinar una dosificacion para una cantidad de
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liquido deseada sobre la cara superior del substrato o el espesor de una capa de fluido.

[0008] Incluso cuando sea suficiente en algunos casos aplicar el liquido de protecciéon so6lo una vez sobre la cara
superior del substrato, ventajosamente se puede prever la aplicacion del liquido de proteccion varias veces o con
intervalos temporales sobre la cara superior del substrato o la renovacion de la capa fina de proteccion formada
mediante ella. Esto puede ocurrir por ejemplo también de manera que el liquido de proteccién se aplica mientras los
substratos fluyen por encima del depésito que contiene el medio de proceso. O bien se puede llevar a cabo en este
momento una aplicacién muy exacta, de modo que accede el menor liquido de proteccion posible en el deposito, o
bien se puede prever un area delimitada especial o se extraen los substratos otra vez, lo cual sin embargo no es
costoso generalmente.

[0009] Alternativamente a esto, el liquido de proteccion puede soélo aplicarse sobre la cara superior del substrato una
Unica vez, y seria particularmente antes de que el substrato se encuentre por encima del depdsito que contiene el
medio de proceso. En este caso el liquido de proteccion se puede aplicar sobre la cara superior del substrato
controlandolo de tal manera que se encuentre exclusivamente en la cara superior del substrato. Esto es posible
mediante el inicio de la aplicacion sélo cuando se encuentra un substrato bajo un dispositivo de aplicacion. De
manera parecida se para entonces cuando el substrato se encuentra ain bajo el dispositivo de aplicacion.
Ventajosamente se puede determinar la posicion o localizacién de un substrato transportado mediante sensores de
substrato y dependiendo de ello se controla el dispositivo de aplicacion. Alternativamente se puede calcular la
posicion de los substratos a partir de la aplicacion de los mismos y mandarla a un mando de la instalacion para las
boquillas de aplicacion. Asi se puede formar una capa del liquido de proteccién, que no fluye hacia abajo en el borde
de los substratos, de modo que éstos pueden ser tratados con el medio de proceso.

[0010] Con los dispositivos de aplicacién previamente citados correspondientemente conformados el liquido de
proteccion puede aplicarse con un perfil distribuido superficialmente sobre la cara superior del substrato en una
configuracion de la invencion. Asi se pueden formar dispositivos de aplicacion correspondientes, por ejemplo como
pulverizadores, de manera que producen una niebla de pulverizacion distribuida superficialmente, o como tubos de
goteo que producen una cortina de agua ancha. Por un lado esto es adecuado para que se cubran las caras
superiores del substrato con el liquido de proteccion antes del movimiento por encima del depédsito que contiene
medio de proceso. Ademas se permite una aplicacion ligera de liquido de proteccion, si éste no presenta ninguna
interaccion negativa con el medio de proceso.

[0011] Alternativamente a una aplicacion superficial del liquido de proteccion sobre la cara superior del substrato,
esto se puede llevar a cabo con un perfil distribuido superficialmente o puntualmente. Esto significa también que a
partir de uno o pocos dispositivos de aplicacion, el liquido de proteccion se pulveriza o gotea relativamente
puntualmente sobre la cara superior del substrato y entonces se dispersa. Asi se puede cubrir finalmente la
superficie del substrato en gran parte o por completo, donde con caracteristicas conocidas de la cara superior del
substrato, de la temperatura asi como de las caracteristicas del liquido de proteccion se puede determinar su
cantidad de forma relativamente exacta de manera que solo rebosa una pequefia proporcién sobre el substrato y
puede dirigirse hacia abajo hasta el medio de proceso.

[0012] En el método se puede prever que durante el humedecimiento o tratamiento de la cara inferior del substrato
con el medio de proceso tiene lugar una reaccion exotérmica con un aumento de la temperatura de al menos 10°C.
Entonces ventajosamente se puede aplicar una capa de liquido de proteccion relativamente espesa sobre la cara
superior del substrato, por ejemplo con mas de 0,5 mm o mas de 1 mm de espesor, hasta 1,5 mm en el caso del
agua y aun mas espesa en el caso de liquidos de protecciéon con mayor viscosidad. Asi se puede vaporizar una gran
parte del liquido de proteccion mediante el aumento de la temperatura y todavia sobra una capa protectora
suficientemente eficaz.

[0013] Alternativamente puede no suceder un aumento de la temperatura en el tratamiento de la cara inferior del
substrato con el medio de proceso. Entonces es suficiente un espesor de la capa mucho menor para el liquido de
proteccion sobre la cara superior del substrato, por ejemplo menos de 0,2 mm o incluso menos de 0,05 mm,
simplemente una pelicula fina. Sin embargo ésta puede tener también en este caso un espesor ya mencionado.

[0014] En una configuracién ulterior de la invencion se puede prever que durante el tratamiento la cara inferior del
substrato llega a un nivel de liquido del medio de proceso que se encuentra en un depdsito, sin que los substratos se
sumerjan mas profundamente. Entonces pueden flotar por asi decirlo en la superficie del medio de proceso. En este
caso sin liquido de proteccion se puede dar el riesgo de que el medio de proceso se adhiera a los bordes del
substrato y posiblemente incluso llegue a la cara superior del substrato con sus correspondientes consecuencias
negativas. Alternativamente se puede llevar a cabo una pulverizacion sobre la cara inferior del substrato con el
medio de proceso, donde en este caso el riesgo es incluso todavia mayor de que el medio de proceso pulverizado
hacia arriba en los bordes exteriores de los substratos se pierda hacia arriba y entonces se precipite al menos en los
bordes sobre las caras superiores del substrato. Con una pulverizacion tal de las caras inferiores de los substratos
con el medio de proceso de abajo todavia es menos critico si del substrato gotea demasiado liquido de proteccién
aplicado, puesto que entonces no se mezcla obligatoriamente con el medio de proceso, que es pulverizado contra la
cara inferior del substrato. Posiblemente el liquido de proteccién llega entonces a un deposito de recogida comun,
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donde sin embargo puede ser posiblemente separado o bien a través del tratamiento correspondiente puede llevarse
a cabo de nuevo el medio de proceso con la concentracion deseada.

[0015] Tras el tratamiento de los substratos con el medio de proceso, estos substratos se pueden enjuagar. En este
caso se puede prever que el liquido de protecciéon también es enjuagado o retirado de la cara superior del substrato.

[0016] Ademas en este caso segun otro aspecto de la invencion, por asi decirlo durante un proceso corrosivo de su
cara inferior del substrato tales substratos son protegidos frente al alcance del efecto corrosivo sobre la cara superior
del substrato, que son perforados o presentan aberturas. De esta manera se pone en peligro sobre todo un area
alrededor de las aberturas. Un substrato se puede proteger por lo tanto no sélo frente a un borde circular del medio
de proceso o una precipitacion desde arriba, sino también frente a una ascension del medio de proceso a través de
las aberturas, por ejemplo debido a la capilaridad.

[0017] Como liquido de proteccion es apropiado ademés del agua o agua pura un liquido que presente una mayor
viscosidad. Un ejemplo de ello es el PEG con una viscosidad de coeficiente 2 hasta més del 3 sobre aquella del
agua, o por ejemplo también hasta el coeficiente 3,8 en el caso de usar acido fosférico como liquido de proteccion.
El &cido fosférico puede evitar especialmente también que a causa de la diferencia de concentracion por ejemplo
una solucién corrosiva con &cido fosférico y HF en caso de substratos perforados no sélo ascienda por la
capilaridad, sino también a causa de la diferencia de concentracion, como ocurriria en el caso del agua.

[0018] Otros liquidos de proteccion pueden tener una viscosidad ain mucho mayor para un efecto de proteccién o
espesor de capa aun mejor. Debido a una mayor viscosidad se consigue que el liquido de proteccién por asi decirlo
sea algo viscoso y ho se escurra tan ligeramente de la cara superior del substrato.

[0019] Ventajosamente se disponen varios dispositivos de aplicacion adyacentemente en direccion
aproximadamente transversal a la guia de paso de los substratos. Los substratos pueden ser desplazados
ventajosamente uno detrds de otro en serie con la guia de paso y pasar respectivamente exactamente bajo un
dispositivo de aplicacion.

[0020] En el dispositivo segun la invencién se prevé simplemente que por encima de una guia de paso para los
substratos haya previstos dispositivos de aplicacion, ventajosamente en forma de boquillas. Pueden estar dispuestos
bien Unicamente por delante del depdsito que contiene el medio de proceso, bien por encima del depdsito o bien
tanto por delante del depdsito como por encima del depdsito. Los dispositivos de aplicacion se conforman
ventajosamente de manera que pueden ser adaptados en el tamafio, el nimero de los substratos adyacentes asi
como en la velocidad de paso, de manera que sélo se extrae liquido de proteccién en la medida deseada sobre las
caras superiores del substrato y no demasiado o sélo insignificantemente.

[0021] Ventajosamente se dispone al menos un dispositivo de aplicacién por delante del depésito que contiene el
medio de proceso, donde de forma especialmente ventajosa se prevé una serie Unica de dispositivos de aplicacion
transversalmente a la guia de paso para los substratos. Los dispositivos de aplicacion estan distanciados entre si,
donde particularmente la distancia alcanza al menos una anchura del substrato.

[0022] Para el abastecimiento de los dispositivos de aplicacion, éstos pueden unirse a un tanque de reserva, que
esta dispuesto a mayor altura que los dispositivos de aplicacion. Asi simplemente sélo mediante la gravedad el flujo
de liquido de proteccion puede llegar a los dispositivos de aplicacidn con presion invariable.

[0023] En la configuracién de la invencidon pueden proporcionarse sensores de substrato a lo largo de la guia de
paso vista por delante de los dispositivos de aplicacién para el reconocimiento de un substrato movido por ella asi
como para el reconocimiento de un substrato que pasa. Ventajosamente éstos son sensores 6pticos.

[0024] Estas y otras caracteristicas se deducen ademas de las reivindicaciones asi como de la descripcion y los
dibujos, donde las caracteristicas individuales respectivamente por si mismas o en conjunto se realizan en forma de
subcombinacion en una forma de realizacion de la invencion y sobre otras areas y pueden representar realizaciones
ventajosas y patentables por si mismas, para las que aqui se solicita proteccion. La subdivisién de la solicitud en
titulos provisionales y secciones individuales no limitan las declaraciones hechas bajo éstas en su validez general.

Breve descripcion de los dibujos

[0025] Los ejemplos de realizacion de la invencion se representan esquematicamente en los dibujos y se explican
con mas detalle. En los dibujos se muestra:

Fig. 1 una representacién en seccion lateral de la instalacidon segun la invencién para el tratamiento de la cara
inferior del substrato, mientras que sobre la cara superior del substrato se aplica agua como capa de proteccion,

Fig. 2 una representacion ampliada de la Fig. 1y

Fig. 3 una vista desde arriba sobre una instalacion alternativa segun la invencion con menos boquillas de aplicacion
y sensores de substrato por delante de ellas.
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Descripcion detallada de los ejemplos de realizacion

[0026] En la Fig. 1 se representa como dispositivo segun la invencién una instalacién 11 en seccion lateral con un
depdsito 13, en el que se encuentra una solucién corrosiva 15 como medio de proceso. Desde la izquierda se
transportan hacia la derecha con una guia de paso de rodillos transportadores 24 substratos 20 con su cara inferior
del substrato 21 orientada hacia abajo y una cara superior del substrato 22 orientada hacia arriba. Entonces pasan
sobre los rodillos transportadores 24 por encima del depésito 13. Como se conoce de los documentos inicialmente
descritos DE 10 2005 062 527 Al y DE 10 2005 062 528 Al, segun una primera posibilidad se conduce esta
solucion corrosiva 15 mediante los rodillos transportadores 24, que con su area inferior llegan a la solucién corrosiva
15, a las caras inferiores del substrato 21. A través de un tubo de alimentacion 16 se conduce solucion corrosiva
recién elaborada o preparada 15 al depésito 13. Alternativamente o adicionalmente a una humectacion de las caras
inferiores del substrato 21 mediante los rodillos transportadores 24 se puede prever un tubo pulverizador 17 con una
boquilla pulverizadora 18 orientada hacia arriba. De tal modo se puede pulverizar solucion corrosiva 15 sobre las
caras inferiores de los substratos 21.

[0027] Ademas se pueden prever todavia correspondientemente al documento DE 10 2005 062 527 Al medios para
la aspiracion del gas que emite la solucion corrosiva 15, por encima de la superficie de la solucién corrosiva y por
debajo del plano de transporte de los substratos.

[0028] Claramente antes del transporte de los substratos 20 por encima del depdésito 13 éstos son pulverizados con
agua mediante una boquilla de aplicacion 26 dispuesta por encima, que forma una capa de protecciéon 29 en la cara
superior del substrato 22. En este caso la pulverizacién con agua 27 puede llevarse a cabo ventajosamente
superficialmente o la boquilla de aplicacion 26 puede extenderse sobre la extension total del substrato 20. En vez de
la boquilla de aplicacion, cuyas boquillas pueden tener entre si una distancia de algunos cm, se puede usar también
un llamado tubo de goteo con perforaciones o ranuras. En el paso del substrato 20 bajo la boquilla de aplicacién 26
se pulveriza o humedece con agua 27 entonces toda la cara superior del substrato 22 y asi se forma una capa de
proteccion 29 por toda la superficie. La ventaja del pulverizado, particularmente cuando éste se lleva a cabo por toda
la superficie, se encuentra en este caso en que entonces se garantiza que toda la cara superior del substrato total 22
de la capa de proteccién 29 queda cubierta. Si el agua 27 sale Unicamente desde un Unico punto, podria suceder
que por ejemplo las areas sucias o similares en la cara superior del substrato 22 no estén humedecidas o cubiertas y
por lo tanto no estén protegidas. Ventajosamente se prevén tres agujeros por substrato en la boquilla de aplicacion
26 0 en el tubo de goteo.

[0029] Si se lleva ahora de manera conocida la solucién corrosiva 15 por encima del depédsito 13 hasta la cara
inferior del substrato 21, las caras superiores del substrato 22 estan cubiertas todavia con la capa de proteccion 29 y
por lo tanto estan protegidas frente a la influencia de la solucién corrosiva 15. A fin de impedir que queden libres
areas de la cara superior del substrato 22 o no dispongan de ninguna capa de proteccion 29 por ejemplo porque el
agua 27 se ha escurrido o vaporizado parcialmente debido a una alta temperatura durante la corrosion, puede
aplicarse agua 27 nuevamente a través de otra boquilla de aplicacién 26'. Por una parte esta boquilla de aplicacién
adicional 26' puede conformarse como la boquilla de aplicacion 26 por delante del depésito 13, es decir produce una
niebla de pulverizacion mas superficial y relativamente fina o cubre un area de superficie de la cara superior del
substrato 22.

[0030] Sin embargo si la boquilla de aplicacion 26' esta dispuesta de manera que durante el proceso corrosivo que
se esta llevando a cabo la capa de proteccién 29 posiblemente se reduce en algunas partes pero esta todavia
presente, es suficiente si en realidad se aplica agua 27 después de cualquier forma. Asi se puede impedir que la
capa de proteccion 29 por asi decirlo quede demasiado fina o en algunas partes se retire. La ventaja de tal
aplicacion mas puntiforme de agua 27 sobre la cara superior del substrato 22 segin una segunda posibilidad reside
en que no debe ser pulverizada, porque con tal pulverizacion algo de agua 27 pasa forzosamente al substrato 20 en
el deposito 13. Sin embargo no se puede evitar un goteo en los bordes exteriores del substrato 20. Puesto que sin
embargo so6lo gotea una cantidad muy pequefa o no se puede evitar el goteo de cantidades muy pequefias, apenas
tiene lugar un aguado de la solucién corrosiva 13 y por lo tanto apenas se afecta el efecto caustico. Sobre todo si la
solucion corrosiva 15 se aplica con el tubo pulverizador 17 junto con la boquilla pulverizadora 18, ésta puede ser
alimentada de manera que no se diluya por el agua 27.

[0031] En la representacion ampliada de la Fig. 2 se debe observar por un lado, cémo la aplicacién de la solucién
corrosiva 15 mediante el rodillo de transporte izquierdo 24 sobre la cara inferior del substrato 21 se realiza segun el
documento DE 10 2005 062 528 Al. De esta manera se forma una especie de capa con solucién corrosiva 15 en la
cara inferior del substrato 21, que provoca alli el proceso corrosivo. A la derecha se representa un tubo pulverizador
17 con una boquilla pulverizadora 18, la cual pulveriza solucién corrosiva 15 sobre la cara inferior del substrato 21.
En este caso se representa a la derecha como se pierde la pulverizacion de algo de solucién corrosiva pulverizada
15 al substrato 20 y posiblemente puede caer sobre una cara superior del substrato 22 de un substrato dispuesto al
lado derecho o de un substrato adyacente que se mueve. La capa de proteccién presente también sobre este
substrato compuesta por agua puede sin embargo evitar un perjuicio negativo.

[0032] Ademas se representa, cémo a la izquierda y a la derecha del substrato 20 gotea algo de agua 27. Este agua

5



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 536 480 T3

27 llega a la solucion corrosiva 15 en el depdsito 13 y la diluye en cierta medida. Puesto que la cantidad de agua
puede ser muy pequefia, particularmente en proporcién a la cantidad de solucién corrosiva, esta circunstancia puede
casi pasarse por alto o se puede considerar correspondientemente en la mezcla de la solucién corrosiva 15.

[0033] Ademas de la Fig. 2 se debe observar que una aplicacién de relativamente mucha agua 27 como capa de
proteccion 29 sobre la cara superior del substrato 22 no tiene necesariamente por qué ser dafiina, puesto que la
solucion corrosiva 15 llevada a la cara inferior del substrato 21 no se mezcla obligatoriamente directamente con esta
agua 27.

[0034] Posiblemente las superficies de borde del substrato 20 no estan protegidas sin capa de proteccién 29 o si no
fluye agua 27 directamente sobre ellas y las cubre. En los bordes sin embargo la influencia o un dafio causado por la
solucién corrosiva 15 es muy pequefio o despreciable, de modo que estas superficies de borde no deben ser
protegidas.

[0035] En vez de agua se puede usar otro liquido para la capa de proteccién, por ejemplo PEG o polietilenglicol.
Este es quimicamente inerte y ni reacciona con el substrato 20 de manera indeseada, ni perjudica el efecto de la
solucién corrosiva 15. También se puede aplicar acido fosférico como liquido de proteccién, el cual no afecta
negativamente a un substrato como por ejemplo una oblea de silicio para células solares. Su mayor viscosidad es
buena sobre todo para el caso en que los substratos presentan las ya mencionadas aberturas o perforaciones.

[0036] La precisa conformacién de las boquillas de aplicacién o los tubos de goteo, particularmente si estan
dispuestos por encima del depdsito 13 con solucidn corrosiva 15 y cuantos de ellos hay dispuestos, asi como su
precisa disposicion local se puede adaptar al respectivo proceso corrosivo o fase de tratamiento. Para ello se
pueden prever por ejemplo también boquillas de aplicacion o tubos de goteo méviles o se utilizan respectivamente
sdélo algunos de entre una gran cantidad, la cual esta prevista fundamentalmente en la construccion.

[0037] En la Fig. 3 se representa una vista desde arriba de una instalacion alternativa 111. Por delante de un
deposito 113 con solucidn corrosiva 115 se extienden cuatro series de substratos 120 sobre una guia de paso, que
se conforma de forma similar a la Fig. 1 con unos rodillos transportadores no representados. Puede haber también
menos o mas series, por ejemplo seis. Por delante del depdsito 113 se extiende un tubo de boquilla 125
transversalmente a la guia de paso y presenta cuatro boquillas de aplicacion 126. Estas presentan cada una una
vélvula magnética y aberturas de las boquillas, que sin embargo son conocidas para el experto y no deben por la
presente ser representadas. La anchura de las boquillas de aplicacion 126 es mas pequefia que la anchura de un
substrato 120. La distancia de las boquillas de aplicacion 126 entre si también lo es, pero no tiene por qué ser asi.

[0038] El tubo de boquillas 125 estéd unido de forma que conduce liquido a un tanque de reserva 128, en el que se
encuentra agua 127 para la aplicacion sobre las caras superiores del substrato 122. Mediante una disposicion del
tanque de reserva 128 a un nivel de altura por encima de las boquillas de aplicacion 126 fluye el agua 127
automaticamente o sale sola y mediante la apertura o cierre de la valvula magnética de las boquillas de aplicacién
126 cambia el flujo de agua o la cantidad de agua es respectivamente igual. Las oscilaciones de presion se pueden
evitar sobre todo cuando se accionan las valvulas magnéticas de las boquillas de aplicacion 126 desplazadas entre
si.

[0039] Ademas se prevén sensores de substrato 131, que en este caso por ejemplo se fijan en el tubo de boquilla
125, pero también podrian alojarse separados de él. Los sensores de substrato 131 reconocen la llegada, el
recorrido y el paso de los substratos 120. Puede haber sensores 6pticos por ejemplo, particularmente también como
barrera fotoeléctrica, que reconocen simplemente la aproximacion de un borde delantero de un substrato 120 asi
como también cuando entonces pasa el borde posterior. Un mando no representado de la instalaciéon 111 recibe las
sefiales de los sensores de substrato 131 y puede entonces accionar las boquillas de aplicacion 126 o sus valvulas
de manera que se realiza una descarga de agua 127 sobre las caras superiores del substrato 122 en cuanto éstas
se encuentran debajo. Asi se puede garantizar que el agua 127 en efecto solo se aplica sobre la cara superior del
substrato 122. Esto tiene el sentido de que entonces la cantidad de agua se puede limitar de manera que si bien es
cierto que la capa de proteccion 129 se conforma superficialmente y completamente distribuida, el agua no rebosa
por los bordes laterales y fluye hacia abajo. Por una parte la solucién corrosiva 115 no se mezcla o diluye con agua
sucesivamente asi por encima del depésito 113. Por otra parte, como los bordes laterales del substrato 120 estan
libres, la solucion corrosiva 115 también puede tener efecto alli. Debido a la tensién superficial del agua se forma
entonces la almohadilla o la capa de agua 127 ya representada en las Figs. 1 y 2. Eventualmente se puede usar
también un substrato 120 con una cara superior del substrato hidréfila 122, lo que permite aumentar todavia mas
este efecto. Sin embargo el agua 127 sélo se aplica una Unica vez sobre las caras superiores del substrato 122.

[0040] En una configuracion alternativa facilmente concebible de la invencion, se prescinde de los sensores de
substrato 131 y un mando de la instalacion 111 puede calcular a partir de datos de una instalacién de suministro
previamente conectada para substratos, cuando éstos se encuentran respectivamente exactamente debajo de las
boquillas de aplicacion 126. Asi se puede llevar a cabo igualmente una aplicacién enfocada y exactamente
delimitada del agua 127 sobre las caras superiores del substrato 122. Igualmente se podrian prever claramente mas
boquillas de aplicacién 126 y sensores de substrato 131 adyacentemente, que permiten entonces que en caso de
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substratos localizados diferentemente se aplique el agua también exactamente sobre las caras superiores del
substrato mediante la respectiva boquilla de aplicacion localizada arriba mas centralmente.
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REIVINDICACIONES

1. Método para el tratamiento de una superficie de substrato de un substrato plano con un medio de proceso en la
cara inferior del substrato, donde el medio de proceso presenta un efecto caustico o corrosivo sobre la superficie del
substrato, y donde los substratos se humedecen encontrdndose horizontalmente con el medio de proceso desde
abajo, caracterizado por el hecho de que la cara superior del substrato orientada hacia arriba se humedece o
cubre en gran parte o completamente con agua o un liquido de proteccién correspondiente como proteccién frente a
la influencia o el alcance del medio de proceso o sus emisiones de gas sobre la cara superior del substrato.

2. Método segun la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que el liquido de proteccion se lleva sobre la
cara superior del substrato, antes de que el substrato o la cara inferior del substrato se humedezca con el medio de
proceso, particularmente antes de que el substrato sea movido por encima de un depésito con el medio de proceso
dentro.

3. Método segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizado por el hecho de que el liquido de proteccion se aplica
durante el procedimiento de paso sobre los substratos movidos o las caras superiores del substrato, preferiblemente
por dispositivos de aplicacion fijos o pulverizadores o tubos de goteo.

4. Método segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que

- el liquido de proteccién se aplica y se renueva varias veces, particularmente con intervalos temporales, sobre la
cara superior del substrato, particularmente también mientras el substrato se encuentra por encima del depésito que
contiene el medio de proceso, o

- el liquido de proteccion se aplica una Unica vez sobre la cara superior del substrato, particularmente antes de que
el substrato se encuentre por encima del depdsito que contiene el medio de proceso.

5. Método segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el liquido de proteccién
se aplica sobre la cara superior del substrato controldndolo de tal manera que se aplica exclusivamente sobre la
cara superior del substrato mediante el inicio de la aplicacion en cuanto un substrato se encuentra bajo un
dispositivo de aplicacion, y mediante la parada cuando el substrato todavia se encuentra debajo del dispositivo de
aplicacion, donde preferiblemente mediante sensores de substrato se determina la posicidon o localizacion de un
substrato transportado hacia él y dependiendo de ella se controla el dispositivo de aplicacion.

6. Método segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que

- el liquido de proteccion con perfil distribuido superficialmente se aplica sobre la cara superior del substrato,
particularmente mediante pulverizadores que estan conformados para la produccion de una pulverizacion distribuida
superficialmente, o

- el liquido de proteccion se aplica puntualmente sobre la cara superior del substrato para la siguiente dispersion,
con el fin de cubrir la superficie del substrato en gran parte o completamente.

7. Método segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que

- durante la humectacién de la cara inferior del substrato con el medio de proceso tiene lugar una reaccion
exotérmica con un aumento de la temperatura de al menos 10°C y se aplica una capa relativamente espesa de
liquido de proteccion sobre la cara superior del substrato, preferiblemente con aprox. 1 mm de espesor 0 mas, o

- durante la humectacién de la cara inferior del substrato con el medio de proceso no se lleva a cabo un aumento
considerable de la temperatura y el espesor de la capa de liquido de proteccion sobre la cara superior del substrato
es relativamente pequefio, preferiblemente aprox. de 50pm a 200um.

8. Método segln una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que

- la cara inferior del substrato alcanza un nivel de liquido del medio de proceso en un depdsito que contiene el medio
de proceso sin una inmersién mas profunda de los substratos y/o
- los substratos tras el tratamiento se enjuagan con el medio de proceso, particularmente también se enjuaga o
elimina el liquido de proteccidn de la cara superior del substrato.

9. Método segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el liquido de proteccién
presenta una viscosidad mayor que el agua, particularmente es PEG o acido fosforico.

10. Método segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que se tratan substratos
que estan perforados o presentan aberturas, donde preferiblemente se usa un liquido de proteccién segun la
reivindicacion 9 con una viscosidad mayor que el agua.

11. Método segin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que hay previstos
adyacentemente varios dispositivos de aplicacion en una direccion aproximadamente transversal a la guia de paso
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de los substratos y los substratos son llevados uno tras otro en serie con la guia de paso y pasan exactamente
respectivamente bajo un dispositivo de aplicacion.

12. Dispositivo para la ejecucion del procedimiento segiin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
el hecho de que por encima de un pasaje para substratos, que son transportados para el tratamiento de la cara
inferior del substrato con un medio de proceso por encima de un depésito que contiene el medio de proceso, se
prevé al menos un dispositivo de aplicaciéon para la aplicacion de agua o liquido de proteccién sobre la cara superior
del substrato orientada hacia arriba.

13. Dispositivo segun la reivindicacion 12, caracterizado por el hecho de que se dispone al menos un dispositivo
de aplicacion delante del depodsito que contiene el medio de proceso y/o se dispone al menos un dispositivo de
aplicacién por encima del depdsito que contiene el medio de proceso.

14. Dispositivo segun la reivindicacion 12 o 13, caracterizado por el hecho de que se dispone al menos un
dispositivo de aplicacion delante del depésito que contiene el medio de proceso, donde preferiblemente se prevé
transversalmente a la guia de paso para los substratos una Unica serie de dispositivos de aplicacion con dispositivos
de aplicaciéon distanciados entre si, donde particularmente su distancia es al menos una anchura del substrato,
donde los dispositivos de aplicaciéon estan unidos a un tanque de reserva, que esta dispuesto a mayor altura que los
dispositivos de aplicacion.

15. Dispositivo segun una de las reivindicaciones 12 hasta 14, caracterizado por el hecho de que a lo largo de la
guia de paso vista delante de los dispositivos de aplicacion se prevén sensores de substrato para el reconocimiento
de un substrato que se aproxima asi como para el reconocimiento de un substrato en movimiento ya pasado,
particularmente sensores de substrato opticos.
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